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T-REX 6G 
THz transistoR EXperience for 6G

Transistor Bipolaire à Hétérojonction (TBH) III-V InP Incontournable pour 
les Multiples Systèmes de Télécommunications Futurs en Sub-THz (2030-2035)

Objectif : Transistor Bipolaire
III-V Produit à Large Echelle 
(200/300 mm) par l’Industrie
Silicium sur Substrat Silicium

Transistor Bipolaire à Hétérojonctions III-V sur InP       
pour Applications de Puissance entre 200-300 GHz

Deux approches Technologiques en Exploration :

Fabrication de TBH InP en environnement Silicium
Projection large diamètre 200 mm (300mm) via InPOSi

Epitaxie TBH III-V InP à Large Echelle (200mm)  
sur substrat InP et Silicium via InPOSi

Si

InP

TBH III-V "Silicon-Like" InP On Silicon

Caractérisation Approfondie et Etude Physique du Transistor :
DC, RF petit signal

Caractérisation Grand Signal, Puissance Load-Pull à 94 GHz et 200 GHz (50W), Linéarité
Simulation et Caractérisation Thermique en vue de l’Optimisation des Performances des Transistors

Etude de défaillances en vue de l’Optimisation des Procédés de Fabrication

Silicon-Like III-V HBT

Process III-V 
sur InP & Si  

Process Silicium
sur InP & Si

Epitaxie III-V Large 
Echelle sur InP & Si 
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